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Осипов А. В. родился 26 марта 1965 г. в г. Обнинск Калужской обл. В 1987 г. окончил физический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «физика» со специализацией по теоретической физике. С 1987 по настоящее время работает в Институте проблем машиноведения РАН в должностях стажера-исследователя (1987 – 1988гг.), младшего научного сотрудника (1988-1991 гг.), научного сотрудника (1991-1992 гг.), старшего научного сотрудника (1992-1996 гг.), ведущего научного сотрудника (1996-2006), главного научного сотрудника (2006 – по наст. время). В 1998 г. получил золотую медаль Европейской Академии за цикл работ по кинетике фазовых превращений на поверхностях твердых тел. В 1999-2002 гг. проходил стажировку в Гейдельбергском университете (Германия) по фонду А. Гумбольдта. В 2002 г. Получил премию компании “Samsung” для молодых ученых.

В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию «Кинетика зарождения тонких пленок из газовой фазы на твердых подложках» по специальностям «физика твердого тела» и «механика деформируемого твердого тела», а в 1996 г. – докторскую диссертацию «Кинетика образования новой фазы на поверхностях твердых тел» по специальностям «физика твердого тела» и «механика деформируемого твердого тела».

Осипов А. В. является автором более 200 научных работ в российских и зарубежных научных изданиях, входящих в Scopus и Web of Science, имеет Хирш-индекс 20. На работы Осипова А.В. имеется более 2000 ссылок по данным Scopus. Специалист в области роста и физических свойств широкозонных полупроводниковых материалов, физики фазовых переходов, квантовой химии твердого тела. Работал председателем Государственной аттестационной комиссии физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, является членом Национального комитета по теоретической и прикладной механике, членом редакционной коллегии журнала «Coatings» MDPI, Швейцария.  По совместительству Осипов А. В. работает в.н.с. в Академическом Университете им. Ж.И. Алферова, профессором в Университете ИТМО (Международный Научный Центр), профессором в Санкт-Петербургском Государственном университете (физический факультет). 

Осипов А. В. участвовал в 12 грантах РФФИ (из них в 5 был руководителем) и в 4 грантах РНФ. Возглавлял работы по фонду поддержки малых предприятий 2006-2009 гг., участвовал в работах по фонду «Сколково» 2010-2012 гг. Данные работы связаны с разработкой новых материалов и новых приборов на их основе. С 2008 г. участвует в научных разработках, финансируемых различными частными компаниями, имеет 15 патентов.
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